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摘要(译)

一种硅基液晶面板的制作方法，包括：提供半导体衬底；在半导体衬底
上依次形成金属层、位于金属层上的保护层、位于保护层上的硬掩膜
层；刻蚀所述硬掩膜层和保护层，在硬掩膜层和保护层中形成若干第一
开口；以所述硬掩膜层和保护层为掩膜，沿第一开口刻蚀所述金属层，
形成若干行列排布的金属块，相邻金属块之间具有第二开口，金属块的
表面为光线反射面；形成覆盖硬掩膜层表面的隔离介质层，所述隔离介
质层填充满第一开口和第二开口；平坦化所述隔离介质层，暴露出硬掩
膜层的表面；去除所述硬掩膜层；采用灰化工艺去除所述保护层。防止
金属块表面产生损伤缺陷，提高了像素结构的质量。
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